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   Ｈ０１Ｌ  41/18     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  14/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  41/08    　　　Ｓ
   Ｈ０１Ｌ  41/18    １０１Ｊ
   Ｈ０１Ｌ  41/22    　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ  41/18    １０１Ｚ
   Ｃ２３Ｃ  14/08    　　　Ｋ

【手続補正書】
【提出日】平成24年11月1日(2012.11.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　結晶相境界を有する非鉛系圧電材料からなる圧電体層を有しており、
　前記圧電体層は、Ｘ線回折分析における２θピークの半値幅が互いに異なる複数の部位
を含み、且つ、前記Ｘ線回折分析における２θピークの半値幅が、該圧電体層の厚さ方向
において、一方面から他方面に向かって大きくなるように形成されたものである、
圧電体素子。
【請求項２】
　前記非鉛系圧電材料が、二元系化合物又は擬二元系化合物である、
請求項１記載の圧電体素子。
【請求項３】
　前記非鉛系圧電材料が、Ｂａ（Ｔｉ1-xＺｒx）Ｏ3及び（Ｂａ1-yＭy）ＴｉＯ3（但し、
Ｍは、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒのうち少なくとも１種を示す。）を含み、且つ、状態図において
、立方晶、菱面体晶、及び正方晶の３相のうち各２相の相境界を有するものである、
請求項１又は２記載の圧電体素子。
【請求項４】
　前記圧電体層が、半導体基板上に形成されたものであり、
　前記圧電体層と前記半導体基板との間に形成された下地膜を備える、
請求項１～３のいずれか１項記載の圧電体素子。
【請求項５】
　半導体基板上に、結晶相境界を有する非鉛系圧電材料からなり且つＸ線回折分析におけ
る２θピークの半値幅が互いに異なる複数の部位を含む圧電体層を形成する工程を含み、
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　前記圧電体層を形成する工程においては、前記圧電体層における前記Ｘ線回折分析にお
ける２θピークの半値幅が、該圧電体層の厚さ方向において、一方面から他方面に向かっ
て大きくなるように、該圧電体層の形成レートを変化させる、
圧電体素子の製造方法。
【請求項６】
　前記圧電体層を形成する工程においては、前記形成レートを連続的に又は断続的に徐々
に小さくする、
請求項５記載の圧電体素子の製造方法。
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